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背景及び目的： ダイヤモンドは究極の物性を有し、高出力パワーデバイスへの適応が期待されている
が、その実用化には単結晶ウェハの大口径化かつ低抵抗化が必要不可欠である。本研究では大口径化の
足掛かりとなる接合基板[1]、低抵抗結晶成長の種となる p+HPHT基板[2]に着目し、高角度分解能電子
線後方散乱回折(HR-EBSD)法を用いて、その配向性について調査した。 
実験及び結果：1) 接合基板：絶縁性 4接合(001)基板(3mm角)を用いて、HR-EBSD法により接合領域
を挟むプレート同士の配向性を比較した。図 1に試料全体像(光学顕微鏡図)と HR-EBSD法により得ら
れた接合結晶(area-1と area-2)の配向性の比較結果を示す。これにより接合プレート同士で 2次元上に
0.5°程度の異なり、オフ角方向に 0.2°以下程度異なる配向性を持つ事が分かった。別プレート同士で
も同程度のずれが存在し、同レベルの配向ずれを持つ接合基板では XRT 測定で同一視野に入らず、デ
バイスに影響を及ぼす欠陥解析が困難であり、さらなるプロセスの改善が求められる。 
2) p+HPHT 種結晶：p+基板(ドーピング濃度: 5~9×1019cm-3)について、成長セクター境界を挟む成長
セクター(GS)同士の配向性を比較した。図 2に試料全体像(X線トポグラフィー像)と HR-EBSD法によ
り得られた[-1-11]GS と[-111]GS の配向性の比較例を示す。この結果[-1-11]GS と[-111]GS で 0.015°
程度異なる配向性を持つ場所がある事が分かった。その他、全てのセクター同士で同様の配向ずれが見
られている。他 p+基板でも角度は僅かながら異なるが同様の配向ずれが存在し、絶縁性基板ではこのよ
うな配向ずれは見られなかった。従来完全な単結晶と考えられていた p+HPHT 基板だが、微小な配向
性のずれが存在し、いわゆる微小角粒界（Grain boundary）になっている事を確認した。 
以上、大口径ウェハ及び低抵抗基板実現に向けて、①接合基板のプレート同士の配向ずれ ②p+HPHT
種基板成長セクター部に一部微小角粒界が存在する、という配向性の課題が存在することが明らかにな
った。パワーデバイスの実用に向けて、その対応が急がれる。 
 
図 1：接合基板配向性評価例       図 2：p+HPHT種結晶セクター部の評価例 
(a)光学顕微鏡図 (b)[110]→[-110]への配向回転    (a)X線トポ像 (b)[001]→[110]への配向回転 
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